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ECOLE DINGENIEURS EN INFORMATIGUE
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Exercice 1. Redresseur a point milieu (5 points) >
A | ——
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Soit le montage ci-contre : v u
Q3
Les 2 sources v sont absolument identiques et on prend v(t) = Vysin(wt) 3 — +—

On utilise le modeéle idéal pour les diodes. v () ”

D2

a) Durant l'alternance positive (0 < t < g), quelle diode est 1

P

D,

conductrice ? Justifiez votre réponse.
s past AL dauwn ane di ::sd,LI o toorQuar ook o
Lowods vers da cothode . Si r(f)3e, &t cou o Leirenle
B dows o brandhe o s drove Dy okt g
‘ =Nt uu\rxb SN )

Lo A=
.i:e; —:)A down o brq_ugm o3 e koove Dr

5 Seule Dy eof W7£Luk
b) Quelle est alors I'expression de u ?
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c) Durant l'alternance négative (E < t < T), quelle diode est conductrice ? Justifiez

votre réponse.
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d) Quelle est alors I'expression de u ?
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e) Tracer alors u(t).
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f) Onremplace désormais les diodes par leur modele a seuil. Tracer I'allure de u(t),
en justifiant votre réponse. On notera V} la tension de seuil de chacune des diodes
et on supposera que Vy, > V.
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Exercice 2. Diode Zéner (4 points)
On considere le schéma suivant. Ve R

Tracez la caractéristique de transfert c'est-a-dire U = f(V) en
substituant la diode par son modéle réel.

Vous préciserez les équations de chaque portion de caractéristique.
On notera V, la tension de seuil en direct, 5, la résistance interne de

4
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la diode en direct, Vy, la tension de seuil Zéner et 15, la résistance interne de la diode en

inverse.
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Exercice 3. Polarisation (4 points) Ve

On considére le montage suivant.
On donne :
Rc = 4kQ, Rg = 1kQ, Ve = 10V,
B =100, Vzg = 0,6V sila jonction Base-Emetteur est passante.

1. Déterminer le courant de saturation I¢g,r du transistor (c’est-a-dire le
courant de collecteur quand le transistor fonctionne en mode saturé)
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2. En déduire la valeur minimale de la résistance Ry qui assure une polarisation du
transistor dans sa zone de fonctionnement linéaire. On considéreraque 8 + 1 = 3.
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Exercice 4. Polarisation par contre-réaction au collecteur (5 points +1) g

On considére le montage suivant :

Déterminer le point de polarisation du transistor
(c’est-a-dire les expressions des courants I, I et I,
ainsi que des tensions Vg, Vg et Vig).

On considéreraque § + 1 = .

T- TorTe = (A1) Tn
pd. CiO W\UU LU) Vcc = Q Ty Qg_,@ﬂ/gt
Vee Ve

Question Bonus : Le transistor peut-il étre saturé, sachant que Vg = 0,7V sila jonction Base-
Emetteur est passante et que V¢gg,,. = 0,2V ? Pourquoi ? On rappelle que le
transistor fonctionne en mode linéaire si Vog > Vg,
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Exercice 5. QCM (2 points — Pas de point négatif)

Ql.

Qz.

Q3.

Q4.
logique réalise ce montage 7

ou d- NON OU

Le dopage permet de favoriser le phénomeéne de thermogénération.

a- VRAI FAUX

Si on prend du silicium comme élément semi-conducteur et qu’on le dope avec du
silicium, ona:

a- undopageN ¢- undopage NP
b- undopageP @ aucun dopage

Dans un semi-conducteur intrinséque, le nombre d'électrons libres est :
égal au nombre de trous c- plus petit que le nombre de trous

b- plus grand que le nombre de trous d- aucun des cas précédents

Soit le circuit ci-contre : Quelle type de porte

a- ET c- NONET
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